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Resumen de la Tesis 
 

Debido a las propiedades eléctricas y ópticas del Silicio Poroso (PS), este 

es un material ampliamente utilizado para el desarrollo de los dispositivos 

electrónicos. Por su compatibilidad con la tecnología de fabricación del Silicio, el 

Silicio Poroso es estudiado hoy en día en diferentes aplicaciones como: elementos 

activos en circuitos integrados, estructuras electro luminiscentes, dispositivos 

fotodetectores, dispositivos térmicos y muchas más. 

 

El trabajo que se ha desarrollado como tesis doctoral consiste en estudiar, 

fabricar y caracterizar estructuras basadas en PS en diferentes medios como el 

luminoso y el térmico, para 1) establecer sus diferentes comportamientos y 2) 

desarrollo de dispositivos basados en Silicio Poroso sobre silicio cristalino (PS/c-

Si).  

 

La fabricación del Silicio Poroso se ha realizado mediante el método de 

ataque electroquímico del silicio en soluciones de ácido fluorhídrico. Primero se 

ha analizado la influencia de los diferentes parámetros del proceso sobre la 

uniformidad y las dimensiones de las estructuras con el fin de optimizar el 

proceso de fabricación. En un segundo lugar se ha desarrollado procedimientos de 

metalización para los diferentes dispositivos a estudiar, por medio de las 

tecnologías como la de screen printing para contactos de capa gruesa y 

evaporación para capa delgada. 
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   Resumen 

Para cada grupo de muestras fabricadas se analizaron las propiedades 

eléctricas y ópticas en dos tipos de estructuras, Metal/PS/c-Si/Metal (diodo) y 

Metal/PS/Metal (resistor). Las propiedades eléctricas se han estudiado a partir de 

modelos DC, AC y térmicos. Las propiedades ópticas se han estudiado a partir de 

modelos de reflectividad normalizada para un rango espectral desde longitudes de 

onda cercanos al UV hasta longitudes cercanas al IR y modelos como 

fotodetectores bajos diferentes fuentes luminosas en el rango visible, cercano al 

UV y al IR. También se ha analizado el comportamiento de los dispositivos 

fabricados como sensores capaces de detectar cambios de luz o de temperatura 

mediante la variación de la resistencia o diodo de los dispositivos fabricados. 
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